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كدام گزينه در مورد مدار زير صحيح است؟

.ترانزيستور همواره در حالت اشباع است.ترانزيستور همواره قطع است

)(satVV CEOL .مدار مانند بافر سه حالته عمل مي كند=
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DTLDTLDTLDTL نيست؟ كداميك از موارد زير از دلايل كندي پاسخ منطق

زمان طولاني صعود ولتاژ خروجيزمان طولاني صفر شدن ولتاژ خروجي

وجود خازن بار
L

Cاتلاف تواندر خروجي
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BJTBJTBJTBJT صحيح است؟كدام گزينه در مورد ترانزيستور هاي 

.عرض بيس را معمولا بزرگتر مي سازند تا جريان رسيده از اميتر را براحتي جذب كند

.عرض اميتر را كوچكتر مي سازند تا جريان دهي در مسير مستقيم بيشتر باشد

.عرض كلكتور را بزرگتر مي سازند تا بار هاي رسيده از اميتر را براحتي جذب كند

.فقط الكترون ها جريان را هدايت مي كنند و حفره ها جذب الكترون را انجام مي دهند
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ECLECLECLECL است؟كدام يك جز خصوصيات منطق 

 مركبتوانايي توليد منطق ANDحاشيه امنيت نويز پايين

سرعت پايينعدم وابستگي ظرفيت خروجي به ولتاژهاي تراز منطقي
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STTLSTTLSTTLSTTLCMOSCMOSCMOSCMOS  چيست؟ به مدارواسط براي اتصال منطق 

CMOS استفاده از مدار تزويج اميترياتصال يك مقاومت بالابر به مدار

استفاده از منطق DTLاستفاده از بافر سه حالته
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مدار زير چه كاري انجام مي دهد؟

TTLECL ECLCMOS به مبدل   به مبدل 

ECLTTL CMOSTTL به مبدل   به مبدل 
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NMOSNMOSNMOSNMOS 1 در چه وضعيتي است؟در مدار شكل زيرترانزيستور=nK1=
T

V

فعال معكوساشباعقطعفعال
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PMOSPMOSPMOSPMOS باشد كدام روابط ولتاژي براي آن بايد برقرار باشد؟) فعال( در حالت تريودي براي انكه ترانزيستور
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با فرض اينكه ولتاژ منبع تغذيه 
DD

VLLLLWWWW  با ضريب  و  ثابت بماند تغيير پارامتر هاي 
α

α
1

)1(  چه تاثيري بر روي جريان<

MOSFETMOSFETMOSFETMOSFET دارد؟اشباع در گيت هاي با تكنولوژي 

W باعث كاهش با ضريب تغيير 
α

1
L باعث كاهش با ضريب تغيير 

α

1

W باعث افزايش با ضريب تغيير αL 2 باعث افزايش با ضريب تغييرα
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كدام گزينه صحيح است؟

MAXVOH)(ظرفيت خروجي گيت در حالتي كه ولتاژ خروجي 
. باشد محاسبه مي شود

MINVOL)(ظرفيت خروجي گيت در حالتي كه ولتاژ خروجي 
. باشد محاسبه مي شود

MINV)(ظرفيت ورودي گيت در حالتي كه ولتاژ ورودي 
IL

. باشد محاسبه مي شود

MAXV)(ظرفيت ورودي گيت در حالتي كه ولتاژ ورودي 
IH

. باشد محاسبه مي شود
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MOSFETMOSFETMOSFETMOSFET بر كدام مشخصه ولتاژي تاثير گذار است؟اثر بدنه براي ترانزيستور هاي 
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VFAVVsatVظرفيت خروجي گيت زير چند است؟
BEBEF

7.0)(,7.0)(,50 ===β
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TTLTTLTTLTTL  نيست؟ شاتكي  كدام يك جز مزاياي تكنيك مداري گيت

تاثير ولتاژهاي منفي وروديزوج دارلينگتون

بالابر فعالپايين بر فعال
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TTLTTLTTLTTL نيست؟ شاتكي كم توان كدام يك جز خصوصيات

سطح سيليسيم كمترمقاومت هاي بزرگترتاخير انتشار كمديود هاي شاتكي
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كدام گزينه صحيح است؟

CMOSTTL . دارد مصرف توان بيشتري نسبت به منطق 

.با افزايش سرعت در هر تكنولوژي ساخت گيت مصرف توان افزايش مي يابد 

MECL داراي مصرف توان پايين و سرعت زياد استمنطق .

ALSTTLMECL . است داراي مصرف توان بيشتر و سرعت كمتري نسبت به منطق 
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